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第 2 章では. RuOz 粒子径，ガラス粒子径，ガラスの軟化温度，熱膨張係数. RuOz の濃度，焼成
温度，焼成回数等を可変因子として抵抗体を作成し，乙れら因子が電気的特性に及ぼす影響を調べ，厚膜
抵抗体の抵抗値および抵抗の温度係数の予測を可能lとする実験式を与えている。




























の性能を測る尺度となる。 RU02 厚膜抵抗のゲージ率は最高 1 5 程度であるが，効果的な添加物W03
を発見する乙とにより， 5 0 前後のゲージ率をもっ歪センサを実現している。乙のセンサは温度変化が
少なく、動的安定性と耐環境性をも兼備した実用性の高いものである。
(4) Nb 205 - V 205 混合焼成体とガラスより作られた厚膜は、厚さ方向に直流電圧をかけフォーミング
を行う乙とにより，メモリ一 発振，スイッチング等の機能を示す乙とを見出し，厚膜機能素子の可能
性を実証している。
以上のように本論文は初めて厚膜抵抗体の電気特性を制御する合理的指針を与え，優れたJ性能をもっ圧
力(歪)センサの開発や新しい機能素子の発見を通じて厚膜技術の発展に貢献して居り，電子工学に寄与
する所大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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